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Etapas Básicas de Amplificación 

(Parte 1)
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Etapas Básicas de Amplificación

! Emisor Común (EC)
! Base Común (BC)
! Colector Común (CC, Seguidor de Emisor)
! Degeneración de Emisor (DE)
! Fuente Común (SC)
! Compuerta Común (GC)
! Drenaje Común (DC, Seguidor de Fuente)
! CC-EC, CC-CC, y Darlington
! Cascode
! Diferenciales
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Modelos del BJT en Señal Grande (repaso)
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Emisor Común – Señal Grande
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Saturación VCC = 12V
RC = 1KΩ
IS = 1×10−15A
VT = 25mV
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Emisor Común – Señal Grande (cont.)
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Simulación en Spice:
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Emisor Común – Señal Grande (cont.)
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Simulación en Spice:
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Emisor Común – Señal Grande (cont.)

RC
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Spice (−) VS modelo analítico (o):

-1 -0.5 0 0.5 1 1.5
0

2

4

6

8

10

12

Voltaje de Entrada (V)

V
ol

ta
je 

de
 S

ali
da

 (V
)



Dr. J.E. Rayas Sánchez
8

Emisor Común – Señal Pequeña
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Emisor Común – Señal Pequeña (cont.)
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Emisor Común – Señal Pequeña (cont.)
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Emisor Común – Señal Pequeña (resumen)
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Máxima AV del Emisor Común
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Modelo del FET para Señal Grande (repaso)
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Fuente Común – Señal Grande
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Vto = +2V
Kp = 20u
Lambda = 0.05
L = 10u
W = 400u Spice →

VDD = 12V
RD = 1KΩ
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Fuente Común – Señal Pequeña
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Fuente Común – Señal Pequeña (cont.)
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Máxima AV del Fuente Común
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Degeneración de Emisor – Señal Grande
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Degeneración de Emisor – Señal Grande (cont.)
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Saturación 
VCC = 12V
RE = 100Ω
RC = 1KΩ
Q: 2N2222
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Degeneración de Emisor – Señal Grande (cont.)
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Simulación en Spice:
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Degeneración de Emisor – Señal Pequeña
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Degeneración de Emisor – Señal Pequeña (cont.)
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Degeneración de Emisor – Señal Peq. (resumen)
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Degeneración de Fuente – Señal Pequeña
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Base Común – Señal Grande
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VCC = 12V
RC = 1KΩ
IS = 1×10−15A
VT = 25mV
VCBon = 0.7V
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Base Común – Señal Grande (cont.)

Simulación en Spice:
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Base Común – Señal Grande (cont.)

RC
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vI vO

Spice (−) VS modelo analítico (o):
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Base Común – Señal Pequeña
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Compuerta Común – Señal Pequeña
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Lm
i

o
v rg

v
vA ==

m
in g

Z 1=

oo rZ =

rL vovi



Dr. J.E. Rayas Sánchez
30

Colector Común – Señal Grande
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Colector Común – Señal Grande (cont.)
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Colector Común – Señal Grande (cont.)
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Spice (−) VS modelo analítico (o):
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Colector Común – Señal Grande (cont.)

VCC = 10V
VEE = 10V
RL = 100Ω
Q: 2N2222
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Simulación en Spice:
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Colector Común – Señal Pequeña
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Drenaje Común – Señal Grande
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Simulación en Spice:

VDD = 10V
VSS = 10V
RL = 100Ω

M:
L = 10µ
W = 400µ
Vto = +2V
Kp = 20µ
λ = 0.05
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Drenaje Común – Señal Grande (cont.)
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Drenaje Común – Señal Pequeña
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